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I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0222U005469

Державний реєстраційний номер: 0121U109624

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-12-2022

II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Новітні монокристалічні, композитні і низькорозмірні матеріали на основі фероїків,
широкозонних напівпровідників і діелектриків

Початок етапу: 03.2021

Закінчення етапу: 12.2022

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Львівський національний
університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380322616048

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки
України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: просп. Перемоги, буд. 10, м. Київ, Київська обл., 01135, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380444813221

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 1350.000



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Новітні монокристалічні, композитні і низькорозмірні матеріали на основі фероїків, широкозонних
напівпровідників і діелектриків

Назва роботи англійською:
Novel single crystalline, composite and low-dimensional materials based on ferroics, wide gap semiconductors and
dielectrics

Реферат українською:
Отримані і вивчені нові магнітні мультифероїки, сегнетоелектрично-плазмонні композити. З використанням
методів комп’ютерного моделювання розроблені технології отримання матеріалів для термографії,
магнітних сенсорів, відновлюваної енергетики, датчиків іонізаційного випромінювання, наноструктурованих
чутливих матеріалів для хімічних сенсорів, а також запропонована система їхнього тестування.

Реферат англійською:
 New magnetic multiferroics, ferroelectric-plasmonic composites were obtained and studied. With the use of
computer modeling methods, the technologies of obtaining of materials for thermography, magnetic sensors,
renewable energetics, ionizing radiation sensors, nanostructured sensitive materials for chemical sensors were
developed, as well as the system for their testing was proposed.

Індекс УДК: 621.315.592, 621.315.61, 666.655; 621.315.612, 621.318.1, 666.265; 621.387.464, 539.216; 539.22;
538.91Ф405; 548; 620.18 , 539.23, 539.25, 539.21

Коди тематичних рубрик: 47.09.29, 47.09.31, 47.09.33, 47.09.35, 47.09.43, 29.19.04 

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Капустяник Володимир Богданович

Науковий ступінь: д.ф.-м.н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:



VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Чутливий елемент детектора іонізаційного випромінювання

Назва НТП англійською: Sensitive element of the ionizing radiation detector

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Матеріали

Галузь застосування: Сенсорна техніка

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Розробка належить до елементів сцинтиляційної техніки реєстрації та люмінесцентного
перетворення іонізаційного випромінювання і може бути використана у сцинтиляційних детекторах. При
низьких температурах кристал CsPbBr3, що є основою чутливого елемента, демонструє дуже коротку сталу
часу загасання 1 нс та значення світлового виходу 109 000 ± 22 000 фот/МеВ при збудженні альфа-
частинками 241Am.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції: НВП "Електрон-Карат"

Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:
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Klimczyk, Yu. I. Sadova, О. V. Savitskyi, S. O. Hordieiev, T. О. Sakal // Інструментальне матеріалознавство
(Tooling materials science): Збірник наукових праць. 2021. – Вип. 24. – с. 312-325. Київ: ІНМ ім.В. М. Бакуля НАН
України, 2021, 481 с. ISSN 2708-731X. https://doi.o

Капустяник В. Вплив сегнетоеластоелектричного фазового переходу на температурну еволюці оптичного
поглинання кристалів тетрахлоркупрату амонію дигідрату / В. Капустяник, С. Семак, Ю. Чорній // Вісник
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